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Тема дисертації:
1. Роль нерівноважних носіїв заряду в лінійних явищах переносу в обмежених напівпровідниках

2. The role of nonequilibrium cerriers of charge in linear transport phenomena in bounded semiconductors

Реферат:
1. Об'єктом дослідження - нерівноважні носії заряду в напівпровідниках, лінійні по зовнішньому впливу, мета
дослідження - побудова теорії лінійних явищ переносу, яка враховує нерівноважні носії заряду, що
з'являються при протіканні струму через обмежений напівпровідник. Методи дослідження: система лінійних
диференційних рівнянь, які описують процеси переносу в напівпровідниках в лінійному наближенні, та нові
граничні умови, які враховують як рекомбінаційні процеси, так і протікання струму через контакт.
Теоретичні та практичні результати, новизна: Проведено послідовний опис лінійних явищ переносу i
встановлено, що істотну роль у них можуть відігравати процеси рекомбінації нерiвноважних носіїв. Вперше
сформульовані повні граничні умови до системи рівнянь неперервності і Пуассона, які враховують
рекомбінацію на контакті та протікання струму через контакт. Показано, що при наявності градієнту
температури, у лінеарізованому співвідношенні для рекомбінації з'являється доданок, який пов'язаний зі
зміною темпутеплової генерації, та пропорційний градієнту температури і не залежить від концентрації



нерiвноважних носіїв. Сфера використання: фізика напівпровідників, напівпровідникове приладобудування.

2. Object of investigation - nonequilibrium carriers of charge in semiconductors, linear on external influence, aim
of investigation - construction of the theory of the linear transport phenomena taking into account nonequilibrium
carriers, which occur at course of a current through the bounded semiconductor. Methods of investigation:
system of the linear differential equations, which describe processes of transport in semiconductors in linear
approach, and new boundary conditions which are taking into account as recombination, and course of a current
through contact. Theoretical and practical results: It is shown that in the theory of linear transport phenomena in
general case it is necessary to consider the bulk and surface recombination in the contact for correct description
of linear transport processes. The boundary conditions for continuity equations have been formulated containing
electron and hole recombination at the contact between two media as well as the current flow through this
contact. It has been shown that in the linearized equation for the bulk recombination the additional term arises
which is proportional to the temperature gradient and independent from concentration of nonequilibrium
carriers. Field of application: physics of semiconductors, semiconductor devices making.
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